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(54) 발명의 명칭 화합물 반도체 소자

(57) 요 약

본 발명은 전극과의 접촉 저항이 저감된 화합물 반도체 소자를 제공하는 것을 목적으로 한다. 화합물 반도체 소

자는, 표면(S1)과 표면(S2)을 갖고 있고 육방정계 화합물 반도체의 GaN으로 이루어진 n 기판(3)과, n 기판(3)의

표면(S1)에 설치된 n 전극(13)과, n 기판(3)의 표면(S2)에 설치된 n 클래드층(5), 활성층(7), p 클래드층(9) 및

컨택트층(11)을 갖는 적층체와, p 클래드층(9) 상에 설치된 p 전극(15)을 구비한다. n 기판(3)의 표면(S1)에 포

함되는  N  원자의  수는  표면(S1)에  포함되는  Ga  원자의  수보다  크고,  표면(S1)에  설치되는  전극은  n

전극(13)이며, 표면(S1)의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하이다. 컨택트층(11)의 표면(S3)에 포함되는 Ga 원자의

수는 표면(S3)에 포함되는 N 원자의 수보다 크고, 표면(S3)에 설치되는 전극은 p 전극(15)이며, 표면(S3)의 산소

농도는 5 원자 퍼센트 이하이다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

제1 면과 이 제1 면의 반대측에 있는 제2 면을 갖고 있고 육방정계 화합물 반도체로 이루어지는 화합물 반도체

층과,

상기 화합물 반도체층의 상기 제1 면에 설치된 제1 전극과,

상기 화합물 반도체층의 상기 제2 면에 설치된 복수의 반도체층을 갖고 있고 이 복수의 반도체층이 적층되어 이

루어지는 적층체와,

상기 적층체 상에 설치된 제2 전극

을 포함하고,

상기 제1 면에 포함되는 음이온(anion) 원자의 수는 상기 제1 면에 포함되는 양이온(cation) 원자의 수보다 크

고,

상기 제1 전극은 n 전극이고,

상기 제1 면의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하이고,

상기 화합물 반도체층은, III족 질화물 반도체, 또는 SiC로 이루어지고,

상기 제1 면은, {20-2-1}면인 것을 특징으로 하는 화합물 반도체 소자.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 n 전극은, Al, Ti, In, Au 원소 중 하나 이상의 원소를 함유하는 재료로 이루어지는 것을

특징으로 하는 화합물 반도체 소자.

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제1 면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수 k는 음

의 정수인 것을 특징으로 하는 화합물 반도체 소자.

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제1 면과 이 제1 면의 반대측에 있는 제2 면을 갖고 있고 육방정계 화합물 반도체로 이루어지는 화합물 반도체

층과,

상기 화합물 반도체층의 상기 제1 면에 설치된 제1 전극과,

상기 화합물 반도체층의 상기 제2 면에 설치된 복수의 반도체층을 갖고 있고 이 복수의 반도체층이 적층되어 이

루어지는 적층체와,

상기 적층체 상에 설치된 제2 전극

을 포함하고,

상기 제1 면에 포함되는 음이온 원자의 수는 상기 제1 면에 포함되는 양이온 원자의 수보다 작고,

상기 제1 전극은 p 전극이고,

상기 제1 면의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하이고,

상기 화합물 반도체층은,  III족  질화물 반도체,  또는 SiC로  이루어지는 것을 특징으로 하는 화합물 반도체

소자.
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청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 p 전극은, Pd, Pt, Ni, Au, W 원소 중 하나 이상의 원소를 함유하는 재료로 이루어지는

것을 특징으로 하는 화합물 반도체 소자.

청구항 7 

제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 제1 면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수 k는 양

의 정수인 것을 특징으로 하는 화합물 반도체 소자.

청구항 8 

제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 제1 면은, {20-21}면, {10-11}면 중 어느 하나의 면인 것을 특징으로 하는 화

합물 반도체 소자.

청구항 9 

제1항, 제2항, 제5항 또는 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적층체는 활성층을 갖는 것을 특징으로 하는 화

합물 반도체 소자.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 화합물 반도체 소자에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

특허문헌 1에는 대향 전극 구조의 질화물 반도체 소자가 개시되어 있다. 이 질화물 반도체의 n 극성을 나타내는[0002]

면에는 적어도 (000-1)면 이외의 경사면을 가지며, 또한 전극을 형성하고 있다. 또한, 이 질화물 반도체의 n 극

성을 나타내는 면은 요철 단차를 갖는다. 또한, 상기 (000-1)면 이외의 경사면은, 요철 단차의 단차측면에 형성

되어 있고,  상기  (000-1)면  이외의 경사면은,  (000-1)면으로부터의 오프각이 0.2°  이상  90°  이하로 되어

있다. 특허문헌 2에는 반도체 장치(HFET)가 개시되어 있다. 이 HFET는, SiC 기판 상에 버퍼층을 개재시켜 형성

된 제1 질화물 반도체층과, 이 제1 질화물 반도체층 상에 형성되고, 이 제1 질화물 반도체층의 상부에 2차원 전

자 가스층을 생성하는 제2 질화물 반도체층과, 이 제2 질화물 반도체층 상에 선택적으로 형성된 오옴성을 지닌

2개의 전극을 갖는다. 제2 질화물 반도체층은, 바닥면 또는 벽면이 기판면에 대하여 경사진 경사부를 갖는 단면

오목형의 컨택트부를 가지며, 오옴성을 지닌 상기 2개의 전극이 컨택트부에 형성되어 있다.

특허문헌 3에는, GaN계 반도체의 질소 극성면 상에, 컨택트 저항이 낮은 n 전극이 형성된 반도체 소자가 개시되[0003]

어 있다. 이 반도체 소자는, n 전극과 접하는 부분에, (III족 원자수)/(V족 원자수)의 값이 1보다도 큰 V족 원

자의 정공 영역을 갖는다. 특허문헌 4에는 질화물 반도체 장치가 개시되어 있다. 이 질화물 반도체 장치는, n형

GaN 기판과, n형 GaN 기판의 주요면에 형성되어 p형 영역 및 n형 영역을 포함하는 반도체 적층 구조와, 반도체

적층 구조에 포함되는 p형 영역의 일부에 접촉하는 p측 전극과, n형 GaN 기판의 이면에 설치된 n측 전극을 구비

한다. 이 질화물 반도체 장치는, n형 GaN 기판의 이면이 질소면을 포함하고, 그 이면과 n측 전극의 계면에 있어

서의 탄소 농도가 5 원자% 이하로 조정되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 특허문헌 1 : 일본 특허 공개 제2004-172568호 공보 [0004]

(특허문헌 0002) 특허문헌 2 : 일본 특허 공개 제2005-129696호 공보 

(특허문헌 0003) 특허문헌 3 : 일본 특허 공개 제2007-116076호 공보 

(특허문헌 0004) 특허문헌 4 : 국제 공개 제WO2006/098215호 팜플렛 
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발명의 내용

해결하려는 과제

상기한 바와 같이, 특허문헌 1∼4에는 화합물 반도체에 전극이 설치된 구성이 개시되어 있다. 그러나, 특허문헌[0005]

1∼4의 경우, 전극의 도전형의 선택(n형 또는 p형의 선택)이, 전극의 접촉 저항을 충분히 저감할 수 있는 것으

로는 되어 있지 않다. 그래서, 본 발명은, 상기한 사항을 감안하여 이루어진 것으로서, 전극과의 접촉 저항이

저감된 화합물 반도체 소자를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

과제의 해결 수단

본 발명의 일측면에 따른 화합물 반도체 소자는, 제1 면과 상기 제1 면의 반대측에 있는 제2 면을 갖고 있고 육[0006]

방정계 화합물 반도체로 이루어진 화합물 반도체층과, 상기 화합물 반도체층의 상기 제1 면에 설치된 제1 전극

과, 상기 화합물 반도체층의 상기 제2 면에 설치된 복수의 반도체층을 갖고 있고 상기 복수의 반도체층이 적층

되어  이루어진  적층체와,  상기  적층체  상에  설치된  제2  전극을  구비하고,  상기  제1  면에  포함되는  음이온

(anion)  원자의  수는  상기  제1  면에  포함되는  양이온(cation)  원자의  수보다  크고,  상기  제1  전극은  n

전극이며, 상기 제1 면의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하이고, 상기 화합물 반도체층은, III족 질화물 반도체

또는 SiC로 이루어진 것을 특징으로 한다. 전극의 도전형의 선택에는, 이 전극이 설치되는 화합물 반도체층의

표면의 음이온 원자수 및 양이온 원자수나 표면의 산화 농도를 고려할 필요가 있다. 본 발명의 일 측면에 따르

면, n형의 제1 전극을 설치하는 면을, 음이온 원자의 수가 양이온 원자의 수보다도 큰 면으로서, 음이온 원자의

정공이 비교적 큰 면으로 함으로써, 제1 전극과 화합물 반도체층과의 접촉 저항값을 저감할 수 있다. 제1 전극

을 설치하는 면을, 산소 농도가 비교적 낮은 면으로 함으로써, 제1 전극과 화합물 반도체층의 접촉 저항값을 더

저감할 수 있다.

이 화합물 반도체 소자에서는, 상기 n 전극은, Al, Ti, In, Au 원소 중 적어도 하나의 원소를 함유하는 재료로[0007]

이루어질 수 있고, 상기 제1 면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)는 음의 정수

(整數)로 되어 있을 수 있으며, 상기 제1 면은, {20-2-1}면, {10-1-1}면 중 어느 하나의 면일 수 있다.

이 화합물 반도체 소자는, 제1 면과 상기 제1 면의 반대측에 있는 제2 면을 갖고 있고 육방정계 화합물 반도체[0008]

로 이루어진 화합물 반도체층과, 상기 화합물 반도체층의 상기 제1 면에 설치된 제1 전극과, 상기 화합물 반도

체층의 상기 제2 면에 설치된 복수의 반도체층을 갖고 있고 상기 복수의 반도체층이 적층되어 이루어진 적층체

와, 상기 적층체 상에 설치된 제2 전극을 구비하고, 상기 제1 면에 포함되는 음이온 원자의 수는 상기 제1 면에

포함되는 양이온 원자의 수보다 작으며, 상기 제1 전극은 p 전극이고, 상기 제1 면의 산소 농도는 5 원자 퍼센

트 이하이며, 상기 화합물 반도체층은, III족 질화물 반도체 또는 SiC로 이루어진 것을 특징으로 한다. 전극의

도전형의 선택에는, 이 전극이 설치되는 화합물 반도체층의 표면의 음이온 원자수 및 양이온 원자수나 표면의

산화 농도를 고려할 필요가 있다. 이 화합물 반도체 소자에 따르면, p형의 제1 전극을 설치하는 면을, 양이온

원자의 수가 음이온 원자의 수보다도 큰 면으로서, 양이온 원자의 정공이 비교적 큰 면으로 함으로써, 제1 전극

과 화합물 반도체층의 접촉 저항값을 저감할 수 있다. 제1 전극을 설치하는 면을, 산소 농도가 비교적 낮은 면

으로 함으로써, 제1 전극과 화합물 반도체층의 접촉 저항값을 더욱 저감할 수 있다.

이 화합물 반도체 소자에서는, 상기 p 전극은, Pd, Pt, Ni, Au, W 원소 중 적어도 하나의 원소를 함유하는 재료[0009]

로 이루어질 수 있고, 상기 제1 면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)는 양의 정

수로 되어 있을 수 있으며, 상기 제1 면은 {20-21}면, {10-11}면 중 어느 하나의 면일 수 있다. 또한, 이 화합

물 반도체 소자에서는, 상기 적층체가 활성층을 갖고 있어도 좋다.

발명의 효과

본 발명의 각 측면에 따르면, 전극과의 접촉 저항이 저감된 화합물 반도체 소자를 제공할 수 있다.[0010]

도면의 간단한 설명

도 1은 실시형태에 따른 화합물 반도체 소자의 구성을 나타낸 도면이다.[0011]

도 2는 실시형태에 따른 화합물 반도체 소자의 효과를 설명하기 위한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
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이하, 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 적합한 실시형태에 대해서 상세히 설명한다. 또한, 도면의 설명에 있어[0012]

서, 가능한 경우에는, 동일 요소에는 동일 부호를 붙이고, 중복되는 설명을 생략한다. 도 1에, 실시형태에 따른

화합물 반도체 소자의 구성을 나타낸다. 도 1에 도시된 화합물 반도체 소자(1)는 LED이다. 화합물 반도체 소자

(1)는, n 기판(3), n 클래드층(5), 활성층(7), p 클래드층(9), 컨택트층(11), n 전극(13) 및 p 전극(15)을 구

비한다. n 기판(3)은, 표면(S1)과, 표면(S1)의 반대측에 있는 표면(S2)을 갖고 있고, 육방정계 화합물 반도체인

GaN으로 이루어진 것으로 하지만, GaAs 등의 다른 III족 질화물 반도체 또는 SiC로 이루어진 것이어도 좋다. n

기판(3)의 표면(S1)은, 양이온 원자의 수보다도 음이온 원자의 수 쪽이 크다. 이와 같이, 음이온 원자의 수 쪽

이 큰 경우에는, 음이온 원자의 정공도 많아진다. 음이온 원자의 정공은 도너와 동등하다고 생각되기 때문에,

음이온 원자의 정공분만큼 표면(S1)의 도너 농도(cm
-2
)도 높다. n 기판(3)은 GaN으로 이루어지기 때문에, 음이온

원자가 N 원자에 대응하고, 양이온 원자가 Ga 원자에 대응한다. 따라서, 표면(S1)은, Ga 원자보다도 N 원자 쪽

을 많이 포함하기 때문에, 표면(S1)에 포함되는 N 원자의 정공도 많아진다. N 원자의 정공은 도너와 동등하다고

생각되기 때문에, N 원자의 정공분만큼 표면(S1)의 도너 농도(cm
-2
)도 높다. 따라서, 이와 같이 음이온 원자의

수 쪽이 양이온 원자의 수보다도 큰 표면(S1)에 전극을 설치하는 경우에는, n 전극 쪽이 p 전극에 비교하여 접

촉 저항이 낮고, 따라서, 오믹성이 향상된다. 이 때문에, n 기판(3)의 표면(S1)에 설치되는 전극은, n 전극(1

3)으로 되어 있다.

또한, 표면(S1)의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하로 되어 있고, 표면(S1) 상의 산화막의 막 두께는 50 옴스트[0013]

롱 이하이다. 표면(S1)의 산소 농도가 낮을수록 및 산화막의 막 두께가 작을수록, n 전극(13)과의 접촉 저항이

낮아진다. 또한, 표면(S1)의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)는, 양이온 원자보

다도 음이온 원자 쪽이 표면(S1)에 많이 포함되는 경우, 음의 정수로 되어 있고(h, i, j는 모두 정수), 예컨대,

(20-2-1), (11-2-2), (10-1-1), (10-1-3) 등이다. 특히, 표면(S1)은, 결정 격자의 대칭성을 고려하면, {20-2-

1}면, {10-1-1}면 중 어느 하나의 면으로 되어 있을 수 있다. 

여기서,  표면(S1)에 설치된 n  전극(13)의 접촉 저항값의 실측값을,  표면(S1)의 결정학적 면지수마다 도 2의[0014]

(A)에 나타낸다. 도 2의 (A)에 나타낸 바와 같이, 표면(S1)의 결정학적 면지수가 (20-2-1), (11-2-2), (10-1-

1), (10-1-3)인 경우, 즉, 표면(S1)의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 음의

정수인 경우에는, n 전극(13)의 접촉 저항값이 1.0×10
-4 

Ωcm
2 
정도 이하로 되어 있지만, 이것에 대하여, 표면

(S1)의 결정학적 면지수가 (20-21), (11-22), (10-11), (10-13)인 경우, 즉, 표면(S1)의 결정학적 면지수(h,

i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 양의 정수로 되어 있는 경우에는, n 전극(13)의 접촉 저항값이

2.0×10
-4 

Ωcm
2 
정도 이상으로 되어 있다. 이와 같이, 지수(k)가 음인 경우 쪽이 양인 경우에 비교하여, n 전극

(13)의 접촉 저항값이 작은 것을 알 수 있다.

또한,  GaN으로 이루어진 n  기판(3)의 표면(S1)과 마찬가지로,  GaN  이외의 다른 III족 질화물 반도체(예컨대[0015]

GaAs 등) 또는 SiC으로 이루어진 반도체의 표면이라도, 음이온 원자의 수가 양이온 원자의 수보다도 큰 경우에

는, 음이온 원자의 정공도 많아지기 때문에, n 전극 쪽이 p 전극에 비교하여 접촉 저항이 낮고, 따라서, 오믹성

이 향상된다. 이러한 표면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)는, 예컨대 (20-2-1), (11-2-2), (10-1-1), (10-1-3)

등과 같이, (h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 음의 정수로 되어 있다.

도 1로 되돌아가 설명한다. n 기판(3)의 표면(S2)에는, n 클래드층(5), 활성층(7), p 클래드층(9) 및 컨택트층[0016]

(11)을 포함하는 적층체가 설치되어 있다. n 클래드층(5), 활성층(7), p 클래드층(9) 및 컨택트층(11)은, n 기

판(3) 상에 순차적으로 적층된다. n 클래드층(5)은 n형의 InGaN으로 이루어진다. 활성층(7)은, 하나 또는 복수

의 배리어층과, 하나 또는 복수의 우물층을 포함한다. 배리어층은, 예컨대 GaN으로 이루어지고, 우물층은, 예컨

대 InGaN으로 이루어진다. p 클래드층(9)은, p형의 AlGaN으로 이루어지고, 컨택트층(11)은 p형의 GaN으로 이루

어진다.

컨택트층(11)은, p 클래드층(9)과의 계면[컨택트층(11)의 표면(S4)]의 반대측에 있는 컨택트층(11)의 면이고, p[0017]

전극(15)이 설치되는 면인 표면(S3)을 갖는다. 컨택트층(11)의 표면(S4)에는, p 클래드층(9), 활성층(7), n 클

래드층(5) 및 n 기판(3)을 포함하는 적층체가 설치되어 있게 된다. 컨택트층(11)의 표면(S3)은, n 기판(3)의 표

면(S1)의 경우와는 반대로, 음이온 원자의 수보다도 양이온 원자의 수 쪽이 크다. 이와 같이, 양이온 원자의 수

쪽이 큰 경우, 양이온 원자의 정공도 많아진다. 양이온 원자의 정공은 억셉터와 동등하다고 생각되기 때문에,

양이온 원자의 정공분만큼 표면(S3)의 억셉터 농도(cm
-2
)도 높다. 컨택트층(11)은 GaN으로 이루어지기 때문에,

음이온 원자가 N 원자에 대응하고, 양이온 원자가 Ga 원자에 대응한다. 따라서, 표면(S3)은, N 원자보다도 Ga
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원자 쪽을 많이 포함하기 때문에, 표면(S3)에 포함되는 Ga 원자의 정공도 많아진다. Ga 원자의 정공은 억셉터와

동등하다고 생각되기 때문에, Ga 원자의 정공분만큼 표면(S3)의 억셉터 농도(cm
-2
)도 높다. 따라서, 이와 같이

양이온 원자의 수 쪽이 음이온 원자의 수보다도 큰 표면(S3)에 전극을 설치하는 경우에는, p 전극 쪽이 n 전극

에 비교하여 접촉 저항이 낮고, 따라서, 오믹성이 향상된다. 이 때문에, 컨택트층(11)의 표면(S3)에 설치되는

전극은, p 전극(15)으로 되어 있다. 또한, 표면(S3)의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의

지수(k)는, 음이온 원자보다도 양이온 원자 쪽이 표면(S3)에 많이 포함되는 경우, 양의 정수로 되어 있고(h, i,

j는 모두 정수), 예컨대, (20-21), (11-22), (10-11), (10-13) 등이다. 특히, 표면(S3)은, 결정 격자의 대칭성

을 고려하면, {20-21}면, {10-11}면 중 어느 하나의 면으로 되어 있을 수 있다.

또한, 표면(S3)의 산소 농도는 5 원자 퍼센트 이하로 되어 있고, 표면(S3) 상의 산화막의 막 두께는 50 옴스트[0018]

롱 이하이다. 표면(S3)의 산소 농도가 낮을수록 및 산화막의 막 두께가 작을수록, p 전극(15)과의 접촉 저항이

낮아진다.

여기서,  표면(S3)에 설치된 p  전극(15)의 접촉 저항값의 실측값을,  표면(S3)의 결정학적 면지수마다 도 2의[0019]

(B)에 나타낸다. 도 2의 (B)에 나타낸 실측값은, GaN으로 이루어진 컨택트층(11)에 대하여 측정된 것이다. 도 2

의 (B)에 나타낸 바와 같이, 표면(S3)의 결정학적 면지수가 (20-21), (11-22), (10-11), (10-13)인 경우, 즉,

표면(S3)의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 양의 정수인 경우에는, p 전극

(15)의 접촉 저항값이 1.0×10
-3 

Ωcm
2 
정도 이하로 되어 있지만, 이것에 대하여, 표면(S3)의 결정학적 면지수가

(20-2-1), (11-2-2), (10-1-1), (10-1-3)인 경우, 즉, 표면(S3)의 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함되어 있

는 4번째의 지수(k)가 음의 정수로 되어 있는 경우에는, p 전극(15)의 접촉 저항값이 4.0×10
-3
Ωcm

2 
정도 이상

으로 되어 있다. 이와 같이, 지수(k)가 양인 경우 쪽이 음인 경우에 비교하여, p 전극(15)의 접촉 저항값이 작

은 것을 알 수 있다.

또한, GaN으로 이루어진 컨택트층(11)의 표면(S3)과 마찬가지로, GaN 이외의 다른 III족 질화물 반도체(예컨대[0020]

GaAs 등) 또는 SiC로 이루어진 반도체의 표면이라도, 양이온 원자의 수가 음이온 원자의 수보다도 큰 경우에는,

양이온 원자의 정공도 많아지기 때문에, p 전극 쪽이 n 전극에 비교하여 접촉 저항이 낮고, 따라서, 오믹성이

향상된다. 이러한 표면의 결정학적 면지수(h, i, j, k)는, 예컨대 (20-21), (11-22), (10-11), (10-13) 등과

같이, (h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 양의 정수로 되어 있다.

도 1로 되돌아가 설명한다. n 전극(13)은, n 기판(3)의 표면(S1)에 설치되어 있고, 표면(S1)에 접촉하고 있다.[0021]

n 전극(13)은, Al, Ti, In, Au 원소 중 적어도 하나의 원소를 함유하는 재료로 이루어지지만, 예컨대, Al, Au

원소를 함유하는 재료로 이루어질 수 있다. p 전극(15)은, 컨택트층(11)의 표면(S3)에 설치되어 있고, 표면(S

3)에 접촉하고 있다. p 전극(15)은, Pd, Pt, Ni, Au, W 원소 중 적어도 하나의 원소를 함유하는 재료로 이루어

지지만, 예컨대, Pd, Au 원소를 함유하는 재료 또는 Pt, Au 원소를 함유하는 재료로 이루어질 수 있다.

다음에, 화합물 반도체 소자(1)의 제조 방법에 대해서 설명한다. 우선, n 기판(3)을 준비한다. 다음에, n 기판[0022]

(3) 상에, n 클래드층(5), 활성층(7), p 클래드층(9) 및 컨택트층(11)을 에피택셜 성장시킨다. 그리고, 이 후,

컨택트층(11)의 표면(S3)에 p 전극(15)을 형성하고, n 기판(3)의 표면(S1)에 n 전극(13)을 형성한다. n 전극

(13)은, 우선 전자빔 증착 장치를 이용하여 Al을 증착시키고, 이 후, 저항 과열형 증착 장치를 이용하여 Au를

증착시킴으로써 형성된다. p 전극(15)은, 우선 전자빔 증착 장치를 이용하여 Pd(또는 Pt)를 증착시키고, 이 후,

저항 과열형 증착 장치를 이용하여 Au를 증착시킴으로써 형성된다. 또한, n 전극(13) 및 p 전극(15)의 형성 전

에, n기판(3)의 표면(S1) 및 컨택트층(11)의 표면(S3)에 형성되는 산화막을 제거하기 위한 표면 처리를, 표면

(S1)과 표면(S3)에 대하여 행한다. 표면(S1)에 대해서는, 표면(S1)을 아세톤, 이소프로필 알코올을 이용하여 유

기 세정한 후에, 황산 및 과산화수소수의 혼합액, 불산, 왕수(王水), 염산을 이용하여 표면 처리한 후에, Al 및

Au를 증착시킴으로써 n 전극(13)을 형성한다. 표면(S3)에 대해서는, 표면(S1)을 아세톤, 이소프로필 알코올을

이용하여 유기 세정한 후에, 황산 및 과산화수소수의 혼합액, 불산, 왕수, 염산을 이용하여 표면 처리한 후에,

Pd 및 Au를 증착시키거나 또는 Pt 및 Au를 증착시킴으로써 p 전극(15)을 형성한다.

이상, 적합한 실시형태에 있어서 본 발명의 원리를 나타내어 설명하여 왔지만, 본 발명은, 그러한 원리에서 벗[0023]

어나지 않게 배치할 수 있고, 세부 사항에 있어서 변경될 수 있는 것은, 당업자에 의해 인식된다. 본 발명은,

본 실시형태에 개시된 특정 구성에 한정되지 않는다. 따라서, 특허청구범위 및 그 정신의 범위에서 오는 모든

수정 및 변경에 권리를 청구한다. 구체적으로는, 육방정계 화합물 반도체의 반도체층[예컨대 n 기판(3)]과, 이

반도체층의 표면 중 음이온 원자의 수가 많은 표면[즉, 음이온 원자의 정공이 많은 표면으로서, 결정학적 면지
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수(h, i, j, k)에 포함되어 있는 4번째의 지수(k)가 음의 정수로 되어 있는 면. 예컨대 표면(S1)]에 설치되는 n

형의 전극[예컨대 n 전극(13)]을 포함하는 구성을, 다른 소자(예컨대, LD, 쇼트키 다이오드, 트랜지스터, HEMT

등)에 적용하여도 좋고, 육방정계 화합물 반도체의 반도체층[예컨대 컨택트층(11)]과, 이 반도체층의 표면 중

양이온 원자의 수가 많은 표면[즉, 양이온 원자의 정공이 많은 면으로서, 결정학적 면지수(h, i, j, k)에 포함

되어 있는 4번째의 지수(k)가 양의 정수로 되어 있는 면. 예컨대 표면(S3)]에 설치되는 p형의 전극[예컨대 p 전

극(15)]을  포함하는  구성을,  다른  소자(예컨대,  LD,  쇼트키  다이오드,  트랜지스터,  HEMT  등)에  적용하여도

좋다.

산업상 이용가능성

전극과의 접촉 저항이 저감된 화합물 반도체 소자이다. n형의 전극을 설치하는 면을, 음이온 원자의 수가 양이[0024]

온 원자의 수보다도 큰 면으로서, 음이온 원자의 정공이 비교적 큰 면으로 함으로써, 이 전극과 화합물 반도체

층의 접촉 저항값을 저감할 수 있다. 이 전극을 설치하는 면을, 산소 농도가 비교적 낮은 면으로 함으로써, 이

전극과 화합물 반도체층과의 접촉 저항값을 더 저감할 수 있다.

부호의 설명

1 : 화합물 반도체 소자               11 : 컨택트층[0025]

13 : n 전극                          15 : p 전극

3 : n 기판                           5 : n 클래드층

7 : 활성층                           9 : p 클래드층

S1, S2, S3, S4 : 표면

도면

도면1
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도면2
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